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摘要(译)

提供一种OLED显示装置的阵列基板的制造方法。通过第一掩模形成第一
薄膜晶体管T b和/或第二薄膜晶体管T b的有源区域;通过第二掩模形成沟
道掺杂区，源极掺杂区和漏电极掺杂区T 1 和T 2 ;通过第三掩模形成T b 
和T b 的栅电极;通孔由第四掩模形成;通过第五掩模形成数据线和像素电
极，其中T b 和/ b> 2的源电极和漏电极。制造方法可以简化工艺步骤。
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